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(57)【要約】
　電源線Ｖｐと共通陰極Ｖｃｏｍの間にＴＦＴ１０、１
５と有機ＥＬ素子１７を、ＴＦＴ１０のゲートとデータ
線Ｓｊの間にコンデンサ１６とＴＦＴ１１を設ける。Ｔ
ＦＴ１０のゲート・ドレイン間にＴＦＴ１２を、有機Ｅ
Ｌ素子１７のアノード端子と共通陰極Ｖｃｏｍの間にＴ
ＦＴ１３を、コンデンサ１６の一方の電極と電源線Ｖｐ
の間にＴＦＴ１４を設ける。ＴＦＴ１１～１３のゲート
を走査線Ｇｉに、ＴＦＴ１４、１５のゲートを走査線Ｅ
ｉに接続する。書き込み時には、走査線Ｇｉにハイ電位
を与え、少し遅れて走査線Ｅｉにロー電位を与える。２
本の走査線にハイ電位を与えている間、データ線Ｓｊを
ハイインピーダンス状態に制御する。これにより、Ｎ型
トランジスタで構成した画素回路を２種類の走査線を用
いて駆動する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電流駆動型の表示装置であって、
　Ｎチャネル型トランジスタを用いて構成され、２次元状に配置された複数の画素回路と
、
　前記画素回路の行ごとに設けられた複数の第１の走査線および複数の第２の走査線と、
　前記画素回路の列ごとに設けられた複数のデータ線と、
　前記第１および第２の走査線を用いて、前記画素回路を行ごとに選択する走査線駆動回
路と、
　前記データ線に対して、表示データに応じたデータ電位を与えるデータ線駆動回路とを
備え、
　前記画素回路は、
　　第１の電源電位が印加される第１の導電性部材と第２の電源電位が印加される第２の
導電性部材との間に設けられた電気光学素子と、
　　前記第１および第２の導電性部材の間に、前記電気光学素子と直列に設けられた駆動
用トランジスタと、
　　前記駆動用トランジスタのゲート端子に第１の電極が接続されたコンデンサと、
　　前記コンデンサの第２の電極と前記データ線との間に設けられた第１のスイッチング
トランジスタと、
　　前記駆動用トランジスタのゲート端子とドレイン端子との間に設けられた第２のスイ
ッチングトランジスタと、
　　一方の導通端子が前記電気光学素子の一方の端子と同じ節点に接続された第３のスイ
ッチングトランジスタと、
　　前記コンデンサの第２の電極と前記第１の導電性部材との間に設けられた第４のスイ
ッチングトランジスタと、
　　前記第１および第２の導電性部材の間に、前記電気光学素子および前記駆動用トラン
ジスタと直列に、ソース端子を前記駆動用トランジスタのドレイン端子に接続して設けら
れた第５のスイッチングトランジスタとを含み、
　前記第１、第２および第３のスイッチングトランジスタのゲート端子は前記第１の走査
線に接続され、前記第４および第５のスイッチングトランジスタのゲート端子は前記第２
の走査線に接続されていることを特徴とする、表示装置。
【請求項２】
　前記電気光学素子は、前記駆動用トランジスタのソース端子と前記第２の導電性部材と
の間に設けられ、
　前記第５のスイッチングトランジスタのドレイン端子は前記第１の導電性部材に接続さ
れていることを特徴とする、請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記第３のスイッチングトランジスタのソース端子は、前記第２の導電性部材に接続さ
れていることを特徴とする、請求項２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記電気光学素子は、前記第５のスイッチングトランジスタのドレイン端子と前記第１
の導電性部材との間に設けられ、
　前記駆動用トランジスタのソース端子は前記第２の導電性部材に接続されていることを
特徴とする、請求項１に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記第３のスイッチングトランジスタのドレイン端子は、前記第１の導電性部材に接続
されていることを特徴とする、請求項４に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記走査線駆動回路は、前記画素回路を選択するときには、前記第１の走査線に所定時
間だけハイレベル電位を与えると共に、前記第１の走査線にハイレベル電位を与えた後に
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前記第２の走査線にローレベル電位を与え、前記第１の走査線にローレベル電位を与えた
後に前記第２の走査線にハイレベル電位を与え、
　前記データ線駆動回路は、前記第１および第２の走査線にハイレベル電位が与えられて
いる間、前記データ線をハイインピーダンス状態に制御し、前記第１の走査線にハイレベ
ル電位が与えられ、前記第２の走査線にローレベル電位が与えられている間、前記データ
線に前記データ電位を与えることを特徴とする、請求項１に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記電気光学素子は、有機ＥＬ素子で構成されていることを特徴とする、請求項１に記
載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置に関し、より特定的には、有機ＥＬディスプレイなどの電流駆動型
表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、薄型、軽量、高速応答可能な表示装置として、有機ＥＬ（Electro Luminescence
）ディスプレイが注目されている。従来は主に小型の有機ＥＬディスプレイが開発されて
きたが、近年では中型や大型の有機ＥＬディスプレイも開発されている。
【０００３】
　小型の有機ＥＬディスプレイのＴＦＴ（Thin Film Transistor）基板は、低温ポリシリ
コンを用いて製造される。低温ポリシリコンを用いた製造プロセスでは、ＴＦＴ基板上に
Ｐチャネル型ＴＦＴとＮチャネル型ＴＦＴの両方を形成することができる。したがって、
有機ＥＬ素子を含む画素回路を２種類のＴＦＴを用いて好適に設計し、ＴＦＴ基板上の配
線や電源線を削減することができる。また、ＴＦＴ基板上に有機ＥＬ素子の駆動回路を形
成することもできる。
【０００４】
　一方、中型や大型の有機ＥＬディスプレイのＴＦＴ基板は、コスト削減のために、アモ
ルファスシリコン、微結晶シリコンあるいはＩＧＺＯ（Indium Gallium Zinc Oxide ：イ
ンジウムガリウム亜鉛複合酸化物）などを用いて製造される。ところが、これらの材料を
用いた製造プロセスにおいてＴＦＴ基板上にＰチャネル型ＴＦＴを形成することは、これ
までのところ実用レベルでは成功していない。このため、中型や大型の有機ＥＬディスプ
レイでは、Ｎチャネル型ＴＦＴだけを用いて画素回路を構成する必要がある。
【０００５】
　また、ＴＦＴ基板上にＰチャネル型ＴＦＴを形成できないので、ＴＦＴ基板上に有機Ｅ
Ｌ素子の駆動回路を形成することも困難になる。そこで、走査線の端部をそのままＴＦＴ
基板の外部へ引き出す場合が多くなる。この場合、走査線の本数が多いほど、製造コスト
は上昇し、信頼性は低下する。このため、中型や大型の有機ＥＬディスプレイでは、走査
線の本数をできるだけ減らす必要がある。
【０００６】
　有機ＥＬディスプレイについては、従来から各種の画素回路が知られている。例えば特
許文献１には、図９に示すように、Ｎチャネル型ＴＦＴ８０～８４、コンデンサ８５、８
６、および、有機ＥＬ素子８７を含む画素回路が記載されている。特許文献２には、図１
０に示すように、Ｐチャネル型ＴＦＴ９０～９５、コンデンサ９６、および、有機ＥＬ素
子９７を含む画素回路が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】日本国特開２００８－３１００７５号公報
【特許文献２】日本国特開２００７－１３３３６９号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　図９に示す画素回路は、Ｎチャネル型ＴＦＴを用いて構成されているので、中型や大型
の有機ＥＬディスプレイに利用することができる。しかしながら、この画素回路は、２個
のコンデンサ８５、８６を含み、４種類の走査線Ｇｉ、Ｒｉ、Ｅｉ、Ｍｉを用いて駆動さ
れる。このため、図９に示す画素回路には、回路量や走査線の本数が多いという問題があ
る。
【０００９】
　図１０に示す画素回路は、１個のコンデンサ９６を含み、３種類の走査線Ｇ１ｉ、Ｇ２
ｉ、Ｅｉを用いて駆動される。この画素回路には、回路量や走査線の本数が少ないという
利点がある。しかしながら、この画素回路は、Ｐチャネル型ＴＦＴを用いて構成されてい
る。このため、図１０に示す画素回路には、中型や大型の有機ＥＬディスプレイには利用
できないという問題がある。
【００１０】
　それ故に、本発明は、Ｎチャネル型トランジスタで構成され、２種類の走査線を用いて
駆動できる画素回路を備えた表示装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の第１の局面は、電流駆動型の表示装置であって、
　Ｎチャネル型トランジスタを用いて構成され、２次元状に配置された複数の画素回路と
、
　前記画素回路の行ごとに設けられた複数の第１の走査線および複数の第２の走査線と、
　前記画素回路の列ごとに設けられた複数のデータ線と、
　前記第１および第２の走査線を用いて、前記画素回路を行ごとに選択する走査線駆動回
路と、
　前記データ線に対して、表示データに応じたデータ電位を与えるデータ線駆動回路とを
備え、
　前記画素回路は、
　　第１の電源電位が印加される第１の導電性部材と第２の電源電位が印加される第２の
導電性部材との間に設けられた電気光学素子と、
　　前記第１および第２の導電性部材の間に、前記電気光学素子と直列に設けられた駆動
用トランジスタと、
　　前記駆動用トランジスタのゲート端子に第１の電極が接続されたコンデンサと、
　　前記コンデンサの第２の電極と前記データ線との間に設けられた第１のスイッチング
トランジスタと、
　　前記駆動用トランジスタのゲート端子とドレイン端子との間に設けられた第２のスイ
ッチングトランジスタと、
　　一方の導通端子が前記電気光学素子の一方の端子と同じ節点に接続された第３のスイ
ッチングトランジスタと、
　　前記コンデンサの第２の電極と前記第１の導電性部材との間に設けられた第４のスイ
ッチングトランジスタと、
　　前記第１および第２の導電性部材の間に、前記電気光学素子および前記駆動用トラン
ジスタと直列に、ソース端子を前記駆動用トランジスタのドレイン端子に接続して設けら
れた第５のスイッチングトランジスタとを含み、
　前記第１、第２および第３のスイッチングトランジスタのゲート端子は前記第１の走査
線に接続され、前記第４および第５のスイッチングトランジスタのゲート端子は前記第２
の走査線に接続されていることを特徴とする。
【００１２】
　本発明の第２の局面は、本発明の第１の局面において、
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　前記電気光学素子は、前記駆動用トランジスタのソース端子と前記第２の導電性部材と
の間に設けられ、
　前記第５のスイッチングトランジスタのドレイン端子は前記第１の導電性部材に接続さ
れていることを特徴とする。
【００１３】
　本発明の第３の局面は、本発明の第２の局面において、
　前記第３のスイッチングトランジスタのソース端子は、前記第２の導電性部材に接続さ
れていることを特徴とする。
【００１４】
　本発明の第４の局面は、本発明の第１の局面において、
　前記電気光学素子は、前記第５のスイッチングトランジスタのドレイン端子と前記第１
の導電性部材との間に設けられ、
　前記駆動用トランジスタのソース端子は前記第２の導電性部材に接続されていることを
特徴とする。
【００１５】
　本発明の第５の局面は、本発明の第４の局面において、
　前記第３のスイッチングトランジスタのドレイン端子は、前記第１の導電性部材に接続
されていることを特徴とする。
【００１６】
　本発明の第６の局面は、本発明の第１の局面において、
　前記走査線駆動回路は、前記画素回路を選択するときには、前記第１の走査線に所定時
間だけハイレベル電位を与えると共に、前記第１の走査線にハイレベル電位を与えた後に
前記第２の走査線にローレベル電位を与え、前記第１の走査線にローレベル電位を与えた
後に前記第２の走査線にハイレベル電位を与え、
　前記データ線駆動回路は、前記第１および第２の走査線にハイレベル電位が与えられて
いる間、前記データ線をハイインピーダンス状態に制御し、前記第１の走査線にハイレベ
ル電位が与えられ、前記第２の走査線にローレベル電位が与えられている間、前記データ
線に前記データ電位を与えることを特徴とする。
【００１７】
　本発明の第７の局面は、本発明の第１の局面において、
　前記電気光学素子は、有機ＥＬ素子で構成されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の第１の局面によれば、第１、第２、第４および第５のスイッチングトランジス
タを用いて、データ電位と駆動用トランジスタの閾値電圧に応じて変化する電位を駆動用
トランジスタのゲート端子に与えて、駆動用トランジスタの閾値電圧を補償しながら電気
光学素子を所望の輝度で発光させることができる。また、第３のスイッチングトランジス
タを用いて、データ電位の書き込み中に電気光学素子を消灯させることができる。駆動用
トランジスタと第１～第５のスイッチングトランジスタはＮチャネル型トランジスタを用
いて構成され、第１～第３のスイッチングトランジスタのゲート端子は第１の走査線に接
続され、第４および第５のスイッチングトランジスタのゲート端子は第２の走査線に接続
される。したがって、Ｎチャネル型トランジスタで構成され、２種類の走査線を用いて駆
動でき、駆動用トランジスタの閾値電圧を補償できる画素回路を備えた表示装置を得るこ
とができる。
【００１９】
　本発明の第２の局面によれば、第１および第２の導電性部材の間に第１の導電性部材側
から順に、第５のスイッチングトランジスタ、駆動用トランジスタ、および、電気光学素
子を配置した場合に、Ｎチャネル型トランジスタで構成され、２種類の走査線を用いて駆
動でき、駆動用トランジスタの閾値電圧を補償できる画素回路を備えた表示装置を得るこ
とができる。
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【００２０】
　本発明の第３の局面によれば、第３のスイッチングトランジスタのソース端子を第２の
導電性部材に接続することにより、新たな電源線を設けることなく、第２の導電性部材か
ら電気光学素子の一方の端子に所定の電位を印加することができる。
【００２１】
　本発明の第４の局面によれば、第１および第２の導電性部材の間に第１の導電性部材側
から順に、電気光学素子、第５のスイッチングトランジスタ、および、駆動用トランジス
タを配置した場合に、Ｎチャネル型トランジスタで構成され、２種類の走査線を用いて駆
動でき、駆動用トランジスタの閾値電圧を補償できる画素回路を備えた表示装置を得るこ
とができる。
【００２２】
　本発明の第５の局面によれば、第３のスイッチングトランジスタのドレイン端子を第１
の導電性部材に接続することにより、新たな電源線を設けることなく、第１の導電性部材
から電気光学素子の一方の端子に所定の電位を印加することができる。
【００２３】
　本発明の第６の局面によれば、第１の走査線に所定時間だけハイレベル電位を与え、少
し遅れて第２の走査線にローレベル電位を与えることにより、コンデンサの電極間にデー
タ電位と駆動用トランジスタの閾値電圧に応じて変化する電位差を保持させて、データ電
位と駆動用トランジスタの閾値電圧に応じて変化する電位を駆動用トランジスタのゲート
端子に与えることができる。これにより、駆動用トランジスタの閾値電圧を補償しながら
、電気光学素子を所望の輝度で発光させることができる。また、第１および第２の走査線
にハイレベル電位が与えられている間、データ線をハイインピーダンス状態に制御するこ
とにより、第１の導電性部材（電源線または電源電極）からデータ線に不要な電流が流れ
ることを防止することができる。
【００２４】
　本発明の第７の局面によれば、Ｎチャネル型トランジスタで構成され、２種類の走査線
を用いて駆動でき、駆動用トランジスタの閾値電圧を補償できる画素回路を備えた有機Ｅ
Ｌディスプレイを得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の第１および第２の実施形態に係る表示装置の構成を示すブロック図であ
る。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る表示装置に含まれる画素回路の回路図である。
【図３】図２に示す画素回路のタイミングチャートである。
【図４Ａ】図２に示す画素回路の書き込み前の状態を示す図である。
【図４Ｂ】図２に示す画素回路の初期化時の状態を示す図である。
【図４Ｃ】図２に示す画素回路の書き込み時の状態を示す図である。
【図４Ｄ】図２に示す画素回路の点灯前の状態を示す図である。
【図４Ｅ】図２に示す画素回路の点灯後の状態を示す図である。
【図５】本発明の第２の実施形態に係る表示装置に含まれる画素回路の回路図である。
【図６Ａ】図５に示す画素回路の書き込み前の状態を示す図である。
【図６Ｂ】図５に示す画素回路の初期化時の状態を示す図である。
【図６Ｃ】図５に示す画素回路の書き込み時の状態を示す図である。
【図６Ｄ】図５に示す画素回路の点灯前の状態を示す図である。
【図６Ｅ】図５に示す画素回路の点灯後の状態を示す図である。
【図７】本発明の第１の変形例に係る表示装置に含まれる画素回路の回路図である。
【図８】本発明の第２の変形例に係る表示装置に含まれる画素回路の回路図である。
【図９】従来の表示装置に含まれる画素回路（第１の例）の回路図である。
【図１０】従来の表示装置に含まれる画素回路（第２の例）の回路図である。
【発明を実施するための形態】
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【００２６】
　以下、図面を参照して、本発明の第１および第２の実施形態に係る表示装置について説
明する。各実施形態に係る表示装置は、電気光学素子、コンデンサ、駆動用トランジスタ
、および、複数のスイッチングトランジスタを含む画素回路を備えている。画素回路は、
電気光学素子として有機ＥＬ素子を含み、駆動用トランジスタおよびスイッチングトラン
ジスタとしてＴＦＴを含んでいる。画素回路に含まれるＴＦＴは、例えば、アモルファス
シリコンや微結晶シリコンやＩＧＺＯや低温ポリシリコンなどで形成される。以下、ｎお
よびｍは２以上の整数、ｉは１以上ｎ以下の整数、ｊは１以上ｍ以下の整数とする。
【００２７】
　図１は、本発明の第１および第２の実施形態に係る表示装置の構成を示すブロック図で
ある。図１に示す表示装置１は、複数の画素回路Ａｉｊ、表示制御回路２、ゲートドライ
バ回路３、および、ソースドライバ回路４を備えている。画素回路Ａｉｊは、Ｎチャネル
型トランジスタを用いて構成され、行方向にｍ個ずつ、列方向にｎ個ずつ、２次元状に配
置される。画素回路Ａｉｊの行ごとに２種類の走査線Ｇｉ、Ｅｉが設けられ、画素回路Ａ
ｉｊの列ごとにデータ線Ｓｊが設けられる。画素回路Ａｉｊは、走査線Ｇｉとデータ線Ｓ
ｊの各交差点に対応して配置される。
【００２８】
　走査線Ｇｉ、Ｅｉはゲートドライバ回路３に接続され、データ線Ｓｊはソースドライバ
回路４に接続される。走査線Ｇｉ、Ｅｉの電位はゲートドライバ回路３によって制御され
、データ線Ｓｊの電位はソースドライバ回路４によって制御される。また、図１では省略
されているが、画素回路Ａｉｊの配置領域には、画素回路Ａｉｊに電源電圧を供給するた
めに、電源線Ｖｐと共通陰極Ｖｃｏｍ（または、共通陽極Ｖｐと電源線Ｖｃｏｍ）が配置
されている。
【００２９】
　表示制御回路２は、ゲートドライバ回路３に対してゲート出力イネーブル信号ＧＯＥ、
スタートパルスＹＩ、および、クロックＹＣＫを出力し、ソースドライバ回路４に対して
スタートパルスＳＰ、クロックＣＬＫ、表示データＤＡ、ラッチパルスＬＰ、および、ソ
ース出力イネーブル信号ＳＯＥを出力する。
【００３０】
　ゲートドライバ回路３は、シフトレジスタ回路、論理演算回路、および、バッファ（い
ずれも図示せず）を含んでいる。シフトレジスタ回路は、クロックＹＣＫに同期してスタ
ートパルスＹＩを順次転送する。論理演算回路は、シフトレジスタ回路の各段から出力さ
れたパルスとゲート出力イネーブル信号ＧＯＥとの間で論理演算を行う。論理演算回路の
出力は、バッファを経由して、対応する走査線Ｇｉ、Ｅｉに与えられる。このようにゲー
トドライバ回路３は、走査線Ｇｉ、Ｅｉを用いて、画素回路Ａｉｊを行ごとに選択する走
査線駆動回路として機能する。
【００３１】
　ソースドライバ回路４は、ｍビットのシフトレジスタ５、レジスタ６、ラッチ回路７、
ｍ個のＤ／Ａコンバータ８、および、ｍ個のアナログスイッチ９を含んでいる。シフトレ
ジスタ５は、縦続接続されたｍ個の１ビットレジスタを含んでいる。シフトレジスタ５は
、クロックＣＬＫに同期してスタートパルスＳＰを順次転送し、各段のレジスタからタイ
ミングパルスＤＬＰを出力する。タイミングパルスＤＬＰの出力タイミングに合わせて、
レジスタ６には表示データＤＡが供給される。レジスタ６は、タイミングパルスＤＬＰに
従い、表示データＤＡを記憶する。レジスタ６に１行分の表示データＤＡが記憶されると
、表示制御回路２はラッチ回路７に対してラッチパルスＬＰを出力する。ラッチ回路７は
、ラッチパルスＬＰを受け取ると、レジスタ６に記憶された表示データを保持する。
【００３２】
　Ｄ／Ａコンバータ８とアナログスイッチ９は、データ線Ｓｊに対応して設けられる。Ｄ
／Ａコンバータ８は、ラッチ回路７に保持された表示データをアナログ信号電圧に変換す
る。アナログスイッチ９は、Ｄ／Ａコンバータ８の出力とデータ線Ｓｊとの間に設けられ
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る。アナログスイッチ９は、表示制御回路２から出力されたソース出力イネーブル信号Ｓ
ＯＥに応じて、オン状態とオフ状態に切り替わる。ソース出力イネーブル信号ＳＯＥがハ
イレベルのときには、アナログスイッチ９はオン状態になり、データ線ＳｊにはＤ／Ａコ
ンバータ８から出力されたアナログ信号電圧が与えられる。ソース出力イネーブル信号Ｓ
ＯＥがローレベルのときには、アナログスイッチ９はオフ状態になり、データ線Ｓｊはハ
イインピーダンス状態になる。このようにソースドライバ回路４は、データ線Ｓｊに対し
て、表示データに応じた電位を与えるデータ線駆動回路として機能する。
【００３３】
　（第１の実施形態）
　図２は、本発明の第１の実施形態に係る表示装置に含まれる画素回路の回路図である。
図２に示す画素回路１００は、駆動用ＴＦＴ１０、スイッチ用ＴＦＴ１１～１５、コンデ
ンサ１６、および、有機ＥＬ素子１７を備えている。画素回路１００は、図１では画素回
路Ａｉｊに相当する。駆動用ＴＦＴ１０およびスイッチ用ＴＦＴ１１～１５は、いずれも
Ｎチャネル型トランジスタである。
【００３４】
　画素回路１００は、電源線Ｖｐ、共通陰極Ｖｃｏｍ、走査線Ｇｉ、Ｅｉ、および、デー
タ線Ｓｊに接続されている。電源線Ｖｐと共通陰極Ｖｃｏｍには、それぞれ一定の電源電
位ＶＤＤ、ＶＳＳが印加される。共通陰極Ｖｃｏｍは、表示装置内のすべての有機ＥＬ素
子１７の共通電極となる。電源線Ｖｐは第１の導電性部材として機能し、共通陰極Ｖｃｏ
ｍは第２の導電性部材として機能する。走査線Ｇｉは第１の走査線として機能し、走査線
Ｅｉは第２の走査線として機能する。
【００３５】
　画素回路１００では、電源線Ｖｐと共通陰極Ｖｃｏｍとを結ぶ経路上に電源線Ｖｐ側か
ら順に、スイッチ用ＴＦＴ１５、駆動用ＴＦＴ１０、および、有機ＥＬ素子１７が直列に
設けられている。より詳細には、スイッチ用ＴＦＴ１５のドレイン端子は電源線Ｖｐに接
続され、ソース端子は駆動用ＴＦＴ１０のドレイン端子に接続される。駆動用ＴＦＴ１０
のソース端子は有機ＥＬ素子１７のアノード端子に接続され、有機ＥＬ素子１７のカソー
ド端子は共通陰極Ｖｃｏｍに接続される。このように画素回路１００では、有機ＥＬ素子
１７は駆動用ＴＦＴ１０のソース端子と共通陰極Ｖｃｏｍとの間に設けられ、スイッチ用
ＴＦＴ１５のドレイン端子は電源線Ｖｐに接続される。
【００３６】
　コンデンサ１６の一方の電極（図２では右側の電極。以下、第１の電極という）は、駆
動用ＴＦＴ１０のゲート端子に接続される。スイッチ用ＴＦＴ１１は、コンデンサ１６の
他方の電極（図２では左側の電極。以下、第２の電極という）とデータ線Ｓｊとの間に設
けられる。スイッチ用ＴＦＴ１２は、駆動用ＴＦＴ１０のゲート端子とドレイン端子との
間に設けられる。スイッチ用ＴＦＴ１３は、有機ＥＬ素子１７のアノード端子と共通陰極
Ｖｃｏｍとの間に設けられる。スイッチ用ＴＦＴ１３のドレイン端子は有機ＥＬ素子１７
のアノード端子と同じ節点に接続され、スイッチ用ＴＦＴ１３のソース端子は共通陰極Ｖ
ｃｏｍに接続される。このようにスイッチ用ＴＦＴ１３は、電源線Ｖｐと共通陰極Ｖｃｏ
ｍとの間に、有機ＥＬ素子１７と並列に設けられる。スイッチ用ＴＦＴ１４は、コンデン
サ１６の第２の電極と電源線Ｖｐとの間に設けられる。スイッチ用ＴＦＴ１１～１３のゲ
ート端子は走査線Ｇｉに接続され、スイッチ用ＴＦＴ１４、１５のゲート端子は走査線Ｅ
ｉに接続される。
【００３７】
　図３は、画素回路１００のタイミングチャートである。図３には、走査線Ｇｉ、Ｅｉお
よびデータ線Ｓｊに印加される電位の変化と、駆動用ＴＦＴ１０のゲート電位Ｖｇの変化
とが記載されている。図３では、走査線Ｇｉの電位がハイレベルである期間（時刻ｔ１か
ら時刻ｔ３までの期間）が１水平期間となる。以下、図３および図４Ａ～図４Ｅを参照し
て、画素回路１００の動作を説明する。
【００３８】
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　時刻ｔ１より前では、走査線Ｇｉの電位はローレベルに、走査線Ｅｉの電位はハイレベ
ルに制御される。このとき、スイッチ用ＴＦＴ１１～１３はオフ状態、スイッチ用ＴＦＴ
１４、１５はオン状態にある。また、駆動用ＴＦＴ１０もオン状態にある。このため、電
源線Ｖｐと共通陰極Ｖｃｏｍの間に、スイッチ用ＴＦＴ１５、駆動用ＴＦＴ１０、および
、有機ＥＬ素子１７を経由する電流が流れ、有機ＥＬ素子１７は発光する（図４Ａを参照
）。
【００３９】
　時刻ｔ１において走査線Ｇｉの電位がハイレベルに変化すると、スイッチ用ＴＦＴ１１
～１３はオン状態になる。また、時刻ｔ１から時刻ｔ２までの間、データ線Ｓｊはハイイ
ンピーダンス状態に制御される。スイッチ用ＴＦＴ１２がオン状態になると、電源線Ｖｐ
からスイッチ用ＴＦＴ１５およびスイッチ用ＴＦＴ１２を経由する電流が流れ、駆動用Ｔ
ＦＴ１０のゲート電位Ｖｇは電源線Ｖｐの電位ＶＤＤまで上昇する。また、スイッチ用Ｔ
ＦＴ１３の抵抗は、有機ＥＬ素子１７の抵抗よりも十分に小さい。このため、スイッチ用
ＴＦＴ１３がオン状態になると、それまで有機ＥＬ素子１７を経由して流れていた電流は
、スイッチ用ＴＦＴ１３を経由して共通陰極Ｖｃｏｍに流れるようになり、有機ＥＬ素子
１７は消灯する（図４Ｂを参照）。なお、このときデータ線Ｓｊはハイインピーダンス状
態に制御されるので、スイッチ用ＴＦＴ１１がオン状態になっても、電源線Ｖｐとデータ
線Ｓｊの間に、スイッチ用ＴＦＴ１４およびスイッチ用ＴＦＴ１１を経由する不要な電流
は流れない。
【００４０】
　時刻ｔ２において走査線Ｅｉの電位がローレベルに変化すると、スイッチ用ＴＦＴ１４
、１５はオフ状態になる。また、時刻ｔ２から時刻ｔ３までの間、データ線Ｓｊには表示
データに応じた電位（以下、データ電位Ｖｄａという）が印加される。スイッチ用ＴＦＴ
１５がオフ状態になると、それまで電源線Ｖｐから流れていた電流は流れなくなり、駆動
用ＴＦＴ１０のゲート端子と共通陰極Ｖｃｏｍの間に、スイッチ用ＴＦＴ１２、駆動用Ｔ
ＦＴ１０、および、スイッチ用ＴＦＴ１３を経由する電流Ｉａが流れるようになる（図４
Ｃを参照）。
【００４１】
　電流Ｉａが流れると、駆動用ＴＦＴ１０のゲート電位Ｖｇは下降する。駆動用ＴＦＴ１
０のゲート・ソース間の電位差が駆動用ＴＦＴ１０の閾値電圧Ｖｔｈに等しくなると、駆
動用ＴＦＴ１０はオフ状態になり、電流Ｉａは流れなくなる。このため、駆動用ＴＦＴ１
０のゲート電位Ｖｇは、時刻ｔ２からしばらく経つと（ＶＳＳ＋Ｖｔｈ）に到達し、それ
よりも下降しなくなる。
【００４２】
　また、データ線Ｓｊにデータ電位Ｖｄａが印加されると、データ線Ｓｊからスイッチ用
ＴＦＴ１１を経由してコンデンサ１６の第２の電極に電流が流れる。このため、コンデン
サ１６の第２の電極の電位は、データ電位Ｖｄａに等しくなる。この結果、時刻ｔ２から
しばらく経つと、コンデンサ１６の第１の電極の電位は（ＶＳＳ＋Ｖｔｈ）になり、第２
の電極の電位はＶｄａになる。
【００４３】
　時刻ｔ３において走査線Ｇｉの電位がローレベルに変化すると、スイッチ用ＴＦＴ１１
～１３はオフ状態になる。このときコンデンサ１６は、電極間の電位差（ＶＳＳ＋Ｖｔｈ
－Ｖｄａ）を保持する（図４Ｄを参照）。
【００４４】
　時刻ｔ４において走査線Ｅｉの電位がハイレベルに変化すると、スイッチ用ＴＦＴ１４
、１５はオン状態になる。スイッチ用ＴＦＴ１４がオン状態になると、電源線Ｖｐからス
イッチ用ＴＦＴ１４を経由してコンデンサ１６の第２の電極に電流が流れ、コンデンサ１
６の第２の電極の電位は電源線Ｖｐの電位ＶＤＤまで上昇する。コンデンサ１６の電極間
の電位差は時刻ｔ４の前後で変化しないので、コンデンサ１６の第２の電極の電位がＶｄ
ａからＶＤＤに変化すると、コンデンサ１６の第１の電極の電位も同じ量（ＶＤＤ－Ｖｄ
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ａ）だけ変化する。このため、駆動用ＴＦＴ１０のゲート電位Ｖｇは、（ＶＳＳ＋Ｖｔｈ
）から｛ＶＳＳ＋Ｖｔｈ＋（ＶＤＤ－Ｖｄａ）｝に変化する。
【００４５】
　また、スイッチ用ＴＦＴ１５がオン状態になるので、電源線Ｖｐと共通陰極Ｖｃｏｍの
間に、スイッチ用ＴＦＴ１５、駆動用ＴＦＴ１０および有機ＥＬ素子１７を経由する電流
Ｉｂが流れるようになり、有機ＥＬ素子１７は発光する（図４Ｅを参照）。駆動用ＴＦＴ
１０のゲート端子をＶｇ、閾値電圧をＶｔｈとしたとき、電流Ｉｂの量は（Ｖｇ－Ｖｔｈ
）2 に比例する。また、時刻ｔ４以降、駆動用ＴＦＴ１０のゲート端子Ｖｇは｛ＶＳＳ＋
Ｖｔｈ＋（ＶＤＤ－Ｖｄａ）｝である。
【００４６】
　したがって、電流Ｉｂの量は、データ電位Ｖｄａに応じて変化し、駆動用ＴＦＴ１０の
閾値電圧Ｖｔｈには依存しない。このため、駆動用ＴＦＴ１０の閾値電圧Ｖｔｈにばらつ
きがある場合でも、時刻ｔ４以降に有機ＥＬ素子１７を流れる電流Ｉｂの量は同じになり
、有機ＥＬ素子１７は表示データに応じた輝度で発光する。よって、画素回路１００を図
３に示すタイミングで駆動することにより、駆動用ＴＦＴ１０の閾値電圧を補償し、有機
ＥＬ素子１７を所望の輝度で発光させることができる。
【００４７】
　以上に示すように、本実施形態に係る表示装置によれば、スイッチ用ＴＦＴ１１、１２
、１４、１５を用いて、データ電位Ｖｄａと駆動用トランジスタの閾値電圧Ｖｔｈに応じ
て変化する電位｛ＶＳＳ＋Ｖｔｈ＋（ＶＤＤ－Ｖｄａ）｝を駆動用ＴＦＴ１０のゲート端
子に与えて、駆動用ＴＦＴ１０の閾値電圧を補償しながら有機ＥＬ素子１７を所望の輝度
で発光させることができる。また、スイッチ用ＴＦＴ１３を用いて、データ電位の書き込
み中に有機ＥＬ素子１７を消灯させることができる。駆動用ＴＦＴ１０およびスイッチ用
ＴＦＴ１１～１５はＮチャネル型トランジスタを用いて構成され、スイッチ用ＴＦＴ１１
～１３のゲート端子は走査線Ｇｉに接続され、スイッチ用ＴＦＴ１４、１５のゲート端子
は走査線Ｅｉに接続される。したがって、Ｎチャネル型トランジスタで構成され、２種類
の走査線Ｇｉ、Ｅｉを用いて駆動でき、駆動用ＴＦＴ１０の閾値電圧を補償できる画素回
路１００を備えた有機ＥＬディスプレイを得ることができる。
【００４８】
　また、走査線Ｇｉに所定時間だけハイレベル電位を与え、少し遅れて走査線Ｅｉにロー
レベル電位を与えることにより、コンデンサ１６の電極間にデータ電位Ｖｄと駆動用ＴＦ
Ｔ１０の閾値電圧Ｖｔｈに応じて変化する電位差（ＶＳＳ＋Ｖｔｈ－Ｖｄａ）を保持させ
て、駆動用ＴＦＴ１０のゲート端子に電位｛ＶＳＳ＋Ｖｔｈ＋（ＶＤＤ－Ｖｄａ）｝を与
えることができる。これにより、駆動用ＴＦＴ１０の閾値電圧を補償しながら、有機ＥＬ
素子１７を所望の輝度で発光させることができる。また、走査線Ｇｉ、Ｅｉにハイレベル
電位が与えられている間、データ線Ｓｊをハイインピーダンス状態に制御することにより
、電源線Ｖｐからデータ線Ｓｊに不要な電流が流れることを防止することができる。また
、スイッチ用ＴＦＴ１３のソース端子を共通陰極Ｖｃｏｍに接続することにより、新たな
電源線を設けることなく、共通陰極Ｖｃｏｍから有機ＥＬ素子１７のアノード端子に所定
の電位を印加することができる。
【００４９】
　（第２の実施形態）
　図５は、本発明の第２の実施形態に係る表示装置に含まれる画素回路の回路図である。
図５に示す画素回路２００は、駆動用ＴＦＴ２０、スイッチ用ＴＦＴ２１～２５、コンデ
ンサ２６、および、有機ＥＬ素子２７を備えている。画素回路２００は、図１では画素回
路Ａｉｊに相当する。駆動用ＴＦＴ２０およびスイッチ用ＴＦＴ２１～２５は、いずれも
Ｎチャネル型トランジスタである。
【００５０】
　画素回路２００は、共通陽極Ｖｐ、電源線Ｖｃｏｍ、走査線Ｇｉ（第１の走査線）、走
査線Ｅｉ（第２の走査線）、および、データ線Ｓｊに接続されている。共通陽極Ｖｐと電
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源線Ｖｃｏｍには、それぞれ一定の電源電位ＶＤＤ、ＶＳＳが印加される。共通陽極Ｖｐ
は、表示装置内のすべての有機ＥＬ素子２７の共通電極となる。共通陽極Ｖｐは第１の導
電性部材として機能し、電源線Ｖｃｏｍは第２の導電性部材として機能する。
【００５１】
　画素回路２００では、共通陽極Ｖｐと電源線Ｖｃｏｍとを結ぶ経路上に共通陽極Ｖｐ側
から順に、有機ＥＬ素子２７、スイッチ用ＴＦＴ２５、および、駆動用ＴＦＴ２０が直列
に設けられている。より詳細には、有機ＥＬ素子２７のアノード端子は共通陽極Ｖｐに接
続され、カソード端子はスイッチ用ＴＦＴ２５のドレイン端子に接続される。スイッチ用
ＴＦＴ２５のソース端子は駆動用ＴＦＴ２０のドレイン端子に接続され、駆動用ＴＦＴ２
０のソース端子は電源線Ｖｃｏｍに接続される。このように画素回路２００では、有機Ｅ
Ｌ素子２７はスイッチ用ＴＦＴ２５のドレイン端子と共通陽極Ｖｐとの間に設けられ、駆
動用ＴＦＴ２０のソース端子は電源線Ｖｃｏｍに接続される。
【００５２】
　コンデンサ２６の一方の電極（図５では右側の電極。以下、第１の電極という）は、駆
動用ＴＦＴ２０のゲート端子に接続される。スイッチ用ＴＦＴ２１は、コンデンサ２６の
他方の電極（図５では左側の電極。以下、第２の電極という）とデータ線Ｓｊとの間に設
けられる。スイッチ用ＴＦＴ２２は、駆動用ＴＦＴ２０のゲート端子とドレイン端子との
間に設けられる。スイッチ用ＴＦＴ２３は、有機ＥＬ素子２７のカソード端子と共通陽極
Ｖｐとの間に設けられる。スイッチ用ＴＦＴ２３のソース端子は有機ＥＬ素子２７のカソ
ード端子と同じ節点に接続され、スイッチ用ＴＦＴ２３のドレイン端子は共通陽極Ｖｐに
接続される。このようにスイッチ用ＴＦＴ２３は、共通陽極Ｖｐと電源線Ｖｃｏｍとの間
に、有機ＥＬ素子２７と並列に設けられる。スイッチ用ＴＦＴ２４は、コンデンサ２６の
第２の電極と共通陽極Ｖｐとの間に設けられる。スイッチ用ＴＦＴ２１～２３のゲート端
子は走査線Ｇｉに接続され、スイッチ用ＴＦＴ２４、２５のゲート端子は走査線Ｅｉに接
続される。
【００５３】
　画素回路２００は、第１の実施形態に係る画素回路１００と同じタイミングで動作する
（図３を参照）。画素回路２００では、駆動用ＴＦＴ２０のゲート電位をＶｇとする。以
下、図３および図６Ａ～図６Ｅを参照して、画素回路２００の動作を説明する。
【００５４】
　時刻ｔ１より前では、走査線Ｇｉの電位はローレベルに、走査線Ｅｉの電位はハイレベ
ルに制御される。このとき、スイッチ用ＴＦＴ２１～２３はオフ状態、スイッチ用ＴＦＴ
２４、２５はオン状態にある。また、駆動用ＴＦＴ２０もオン状態にある。このため、共
通陽極Ｖｐと電源線Ｖｃｏｍの間に、有機ＥＬ素子２７、スイッチ用ＴＦＴ２５、および
、駆動用ＴＦＴ２０を経由する電流が流れ、有機ＥＬ素子２７は発光する（図６Ａを参照
）。
【００５５】
　時刻ｔ１において走査線Ｇｉの電位がハイレベルに変化すると、スイッチ用ＴＦＴ２１
～２３はオン状態になる。また、時刻ｔ１から時刻ｔ２までの間、データ線Ｓｊはハイイ
ンピーダンス状態に制御される。スイッチ用ＴＦＴ２３の抵抗は、有機ＥＬ素子２７の抵
抗よりも十分に小さい。このため、スイッチ用ＴＦＴ２３がオン状態になると、それまで
有機ＥＬ素子２７を経由して流れていた電流は、共通陽極Ｖｐからスイッチ用ＴＦＴ２３
を経由して流れるようになり、有機ＥＬ素子２７は消灯する（図６Ｂを参照）。また、ス
イッチ用ＴＦＴ２２がオン状態になると、共通陽極Ｖｐからスイッチ用ＴＦＴ２３、スイ
ッチ用ＴＦＴ２５およびスイッチ用ＴＦＴ２２を経由する電流が流れ、駆動用ＴＦＴ２０
のゲート電位Ｖｇは共通陽極Ｖｐの電位ＶＤＤまで上昇する。なお、このときデータ線Ｓ
ｊはハイインピーダンス状態に制御されるので、スイッチ用ＴＦＴ２１がオン状態になっ
ても、共通陽極Ｖｐとデータ線Ｓｊの間に、スイッチ用ＴＦＴ２４およびスイッチ用ＴＦ
Ｔ２１を経由する不要な電流は流れない。
【００５６】
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　時刻ｔ２において走査線Ｅｉの電位がローレベルに変化すると、スイッチ用ＴＦＴ２４
、２５はオフ状態になる。また、時刻ｔ２から時刻ｔ３までの間、データ線Ｓｊには表示
データに応じたデータ電位Ｖｄａが印加される。スイッチ用ＴＦＴ２５がオフ状態になる
と、それまで共通陽極Ｖｐから流れていた電流は流れなくなり、駆動用ＴＦＴ２０のゲー
ト端子と電源線Ｖｃｏｍの間に、スイッチ用ＴＦＴ２２および駆動用ＴＦＴ２０を経由す
る電流Ｉｃが流れるようになる（図６Ｃを参照）。
【００５７】
　電流Ｉｃが流れると、駆動用ＴＦＴ２０のゲート電位Ｖｇは下降する。駆動用ＴＦＴ２
０のゲート・ソース間の電位差が駆動用ＴＦＴ２０の閾値電圧Ｖｔｈに等しくなると、駆
動用ＴＦＴ２０はオフ状態になり、電流Ｉｃは流れなくなる。このため、駆動用ＴＦＴ２
０のゲート電位Ｖｇは、時刻ｔ２からしばらく経つと（ＶＳＳ＋Ｖｔｈ）に到達し、それ
よりも下降しなくなる。
【００５８】
　また、データ線Ｓｊにデータ電位Ｖｄａが印加されると、データ線Ｓｊからスイッチ用
ＴＦＴ２１を経由してコンデンサ２６の第２の電極に電流が流れる。このため、コンデン
サ２６の第２の電極の電位は、データ電位Ｖｄａに等しくなる。この結果、時刻ｔ２から
しばらく経つと、コンデンサ２６の第１の電極の電位は（ＶＳＳ＋Ｖｔｈ）になり、第２
の電極の電位はＶｄａになる。
【００５９】
　時刻ｔ３において走査線Ｇｉの電位がローレベルに変化すると、スイッチ用ＴＦＴ２１
～２３はオフ状態になる。このときコンデンサ２６は、電極間の電位差（ＶＳＳ＋Ｖｔｈ
－Ｖｄａ）を保持する（図６Ｄを参照）。
【００６０】
　時刻ｔ４において走査線Ｅｉの電位がハイレベルに変化すると、スイッチ用ＴＦＴ２４
、２５はオン状態になる。スイッチ用ＴＦＴ２４がオン状態になると、共通陽極Ｖｐから
スイッチ用ＴＦＴ２４を経由してコンデンサ２６の第２の電極に電流が流れ、コンデンサ
２６の第２の電極の電位は共通陽極Ｖｐの電位ＶＤＤまで上昇する。コンデンサ２６の電
極間の電位差は時刻ｔ４の前後で変化しないので、コンデンサ２６の第２の電極の電位が
ＶｄａからＶＤＤに変化すると、コンデンサ２６の第２の電極の電位も同じ量（ＶＤＤ－
Ｖｄａ）だけ変化する。このため、駆動用ＴＦＴ２０のゲート電位Ｖｇは、（ＶＳＳ＋Ｖ
ｔｈ）から｛ＶＳＳ＋Ｖｔｈ＋（ＶＤＤ－Ｖｄａ）｝に変化する。
【００６１】
　また、スイッチ用ＴＦＴ２５がオン状態になるので、共通陽極Ｖｐと電源線Ｖｃｏｍの
間に、有機ＥＬ素子２７、スイッチ用ＴＦＴ２５および駆動用ＴＦＴ２０を経由する電流
Ｉｄが流れるようになり、有機ＥＬ素子２７は発光する（図６Ｅを参照）。駆動用ＴＦＴ
２０のゲート端子をＶｇ、閾値電圧をＶｔｈとしたとき、電流Ｉｄの量は（Ｖｇ－Ｖｔｈ
）2 に比例する。また、時刻ｔ４以降、駆動用ＴＦＴ２０のゲート端子Ｖｇは｛ＶＳＳ＋
Ｖｔｈ＋（ＶＤＤ－Ｖｄａ）｝である。
【００６２】
　したがって、電流Ｉｄの量は、データ電位Ｖｄａに応じて変化し、駆動用ＴＦＴ２０の
閾値電圧Ｖｔｈには依存しない。このため、駆動用ＴＦＴ２０の閾値電圧Ｖｔｈにばらつ
きがある場合でも、時刻ｔ４以降に有機ＥＬ素子２７を流れる電流Ｉｄの量は同じになり
、有機ＥＬ素子２７は表示データに応じた輝度で発光する。よって、画素回路２００を図
３に示すタイミングで駆動することにより、駆動用ＴＦＴ２０の閾値電圧を補償し、有機
ＥＬ素子２７を所望の輝度で発光させることができる。
【００６３】
　以上に示すように、本実施形態に係る表示装置によれば、第１の実施形態に係る表示装
置と同様に、Ｎチャネル型トランジスタで構成され、２種類の走査線Ｇｉ、Ｅｉを用いて
駆動でき、駆動用ＴＦＴ２０の閾値電圧を補償できる画素回路２００を備えた有機ＥＬデ
ィスプレイを得ることができる。また、スイッチ用ＴＦＴ２３のドレイン端子を共通陽極
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Ｖｐに接続することにより、新たな電源線を設けることなく、共通陽極Ｖｐから有機ＥＬ
素子２７のカソード端子に所定の電位を印加することができる。
【００６４】
　なお、第１および第２の実施形態に係る表示装置については、以下の変形例を構成する
ことができる。図７は、本発明の第１の変形例に係る表示装置に含まれる画素回路の回路
図である。図７に示す画素回路１１０は、第１の実施形態に係る画素回路１００（図２）
に対して、スイッチ用ＴＦＴ１３のソース端子を定電源線Ｖｒｅｆに接続する変形を施し
たものである。定電源線Ｖｒｅｆには、有機ＥＬ素子１７に対する印加電圧が発光閾値電
圧以下となるような任意の電位が印加される。
【００６５】
　図２に示す画素回路１００では、スイッチ用ＴＦＴ１３のソース端子を共通陰極Ｖｃｏ
ｍに接続するために、ＴＦＴ基板の上面側に設けられた有機ＥＬ素子１７のＥＬ層を通過
して、ＴＦＴ基板の最上面に設けられた有機ＥＬ素子１７のカソード電極に接続するコン
タクトが必要となる。このため、画素回路１００を備えた表示装置では、上記コンタクト
を設ける分だけ製造プロセスが複雑になる。
【００６６】
　これに対して、図７に示す画素回路１１０では、スイッチ用ＴＦＴ１３のソース端子は
定電源線Ｖｒｅｆに接続されている。定電源線ＶｒｅｆはＴＦＴ基板上に設けられるので
、画素回路１１０には上記コンタクトを設ける必要がない。したがって、画素回路１１０
を備えた表示装置によれば、製造プロセスを簡素化することができる。
【００６７】
　図８は、本発明の第２の変形例に係る表示装置に含まれる画素回路の回路図である。図
８に示す画素回路２１０は、第２の実施形態に係る画素回路２００（図５）に対して、ス
イッチ用ＴＦＴ２３のドレイン端子を定電源線Ｖｒｅｆに接続する変形を施したものであ
る。画素回路２１０を備えた表示装置は、画素回路１１０を備えた表示装置と同様の効果
を奏する。
【００６８】
　このように本発明によれば、Ｎチャネル型トランジスタで構成され、２種類の走査線を
用いて駆動できる画素回路を備えた表示装置を提供することができる。
【産業上の利用可能性】
【００６９】
　本発明の表示装置は、Ｎチャネル型トランジスタで構成した画素回路を２種類の走査線
を用いて駆動できるという効果をするので、有機ＥＬディスプレイなどの電流駆動型表示
装置に利用することができる。
【符号の説明】
【００７０】
　１…表示装置
　２…表示制御回路
　３…ゲートドライバ回路
　４…ソースドライバ回路
　５…シフトレジスタ
　６…レジスタ
　７…ラッチ回路
　８…Ｄ／Ａコンバータ
　９…アナログスイッチ
　１０、２０…駆動用ＴＦＴ
　１１～１５、２１～２５…スイッチ用ＴＦＴ
　１６、２６…コンデンサ
　１７、２７…有機ＥＬ素子
　１００、１１０、２００、２１０…画素回路
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【手続補正書】
【提出日】平成23年11月15日(2011.11.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４５】
　また、スイッチ用ＴＦＴ１５がオン状態になるので、電源線Ｖｐと共通陰極Ｖｃｏｍの
間に、スイッチ用ＴＦＴ１５、駆動用ＴＦＴ１０および有機ＥＬ素子１７を経由する電流
Ｉｂが流れるようになり、有機ＥＬ素子１７は発光する（図４Ｅを参照）。駆動用ＴＦＴ
１０のゲート電位をＶｇ、閾値電圧をＶｔｈとしたとき、電流Ｉｂの量は（Ｖｇ－Ｖｔｈ
）2 に比例する。また、時刻ｔ４以降、駆動用ＴＦＴ１０のゲート電位Ｖｇは｛ＶＳＳ＋
Ｖｔｈ＋（ＶＤＤ－Ｖｄａ）｝である。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４８】
　また、走査線Ｇｉに所定時間だけハイレベル電位を与え、少し遅れて走査線Ｅｉにロー
レベル電位を与えることにより、コンデンサ１６の電極間にデータ電位Ｖｄａと駆動用Ｔ
ＦＴ１０の閾値電圧Ｖｔｈに応じて変化する電位差（ＶＳＳ＋Ｖｔｈ－Ｖｄａ）を保持さ
せて、駆動用ＴＦＴ１０のゲート端子に電位｛ＶＳＳ＋Ｖｔｈ＋（ＶＤＤ－Ｖｄａ）｝を
与えることができる。これにより、駆動用ＴＦＴ１０の閾値電圧を補償しながら、有機Ｅ
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Ｌ素子１７を所望の輝度で発光させることができる。また、走査線Ｇｉ、Ｅｉにハイレベ
ル電位が与えられている間、データ線Ｓｊをハイインピーダンス状態に制御することによ
り、電源線Ｖｐからデータ線Ｓｊに不要な電流が流れることを防止することができる。ま
た、スイッチ用ＴＦＴ１３のソース端子を共通陰極Ｖｃｏｍに接続することにより、新た
な電源線を設けることなく、共通陰極Ｖｃｏｍから有機ＥＬ素子１７のアノード端子に所
定の電位を印加することができる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６０】
　時刻ｔ４において走査線Ｅｉの電位がハイレベルに変化すると、スイッチ用ＴＦＴ２４
、２５はオン状態になる。スイッチ用ＴＦＴ２４がオン状態になると、共通陽極Ｖｐから
スイッチ用ＴＦＴ２４を経由してコンデンサ２６の第２の電極に電流が流れ、コンデンサ
２６の第２の電極の電位は共通陽極Ｖｐの電位ＶＤＤまで上昇する。コンデンサ２６の電
極間の電位差は時刻ｔ４の前後で変化しないので、コンデンサ２６の第２の電極の電位が
ＶｄａからＶＤＤに変化すると、コンデンサ２６の第１の電極の電位も同じ量（ＶＤＤ－
Ｖｄａ）だけ変化する。このため、駆動用ＴＦＴ２０のゲート電位Ｖｇは、（ＶＳＳ＋Ｖ
ｔｈ）から｛ＶＳＳ＋Ｖｔｈ＋（ＶＤＤ－Ｖｄａ）｝に変化する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６１】
　また、スイッチ用ＴＦＴ２５がオン状態になるので、共通陽極Ｖｐと電源線Ｖｃｏｍの
間に、有機ＥＬ素子２７、スイッチ用ＴＦＴ２５および駆動用ＴＦＴ２０を経由する電流
Ｉｄが流れるようになり、有機ＥＬ素子２７は発光する（図６Ｅを参照）。駆動用ＴＦＴ
２０のゲート電位をＶｇ、閾値電圧をＶｔｈとしたとき、電流Ｉｄの量は（Ｖｇ－Ｖｔｈ
）2 に比例する。また、時刻ｔ４以降、駆動用ＴＦＴ２０のゲート電位Ｖｇは｛ＶＳＳ＋
Ｖｔｈ＋（ＶＤＤ－Ｖｄａ）｝である。
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